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酸化物半導体材料 InGaZnO(IGZO)は、電界効果移動度がアモルファスシリコン半導体と比較し

て 1 桁以上高く、OFF電流が低いという優れた特徴を持っている (1)。また、一般的なスパッタ装

置で成膜が可能であるため、低温ポリシリコン半導体よりも低コストでの生産が可能である。よ

って、より安価に低消費電力の高精細度ディスプレイを製造することが可能である。 

IGZO TFT の問題点として、電気的ストレスによる信頼性の低下(TFT 特性の劣化)が報告されて

いるが(2)、我々が開発した ICP スパッタ装置(G1サイズ:320×400 mm)で成膜した高密度 IGZO膜

を用いることで、高信頼性を有する TFT を作製できることを報告している(3)。 

ICP スパッタ装置の概念図を Fig.1に示す。この装置では、プラズマ生成とターゲット電圧を独

立制御することが可能である。大面積化に伴う直線状アンテナの長尺化でアンテナに沿ったプラ

ズマ密度の分布変化、およびそれに伴う膜質や成膜速度の均一性変化が想定される。そのため、

大型化の検証機として、G4.5 サイズ(730×920 mm)の ICP スパッタ装置を開発した。 

G1、G4.5 サイズのスパッタ装置の酸素分圧と膜密度の関係を Fig.2に示す。G4.5 サイズのスパ

ッタ装置において、G1 と同等以上の膜密度を確認した。膜密度の分布を Fig.3 に示す。膜密度の

分布も±1%以内となり、良好な膜質均一性を示した。成膜速度の均一性に関しても、各アンテナ

の電流値を制御することによって、均一性を維持しながら大面積化することが可能となった。 

本発表で、分布の詳細と改善方法についての報告を予定している。 
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Fig 1. ICP sputtering system schematic. 
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Fig 3 . Uniformity of film density 

Fig 2. Relationship between film density 
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